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Resumen

En este articulo se propone la implementacion de un
inversor multi-salida mediante dispositivos de banda
ancha (WBG) para calentamiento por indccién
doméstico. Esta solucion reduce las pérdidas de
conmutacion posiblitando la aplicacién de estrategias
de modulacién mas versatiles y precisas en el control
de potencia.

Introduccion

Las cocinas de induccion flexibles presentan una
superficie teselada por un namero elevado de
inductores de pequefio tamafio para permitir el uso de
recipientes de cualquier tamafio y forma. El control
de estas estructuras se realiza, a nivel comercial,
mediante etapas electrénicas con inversores de salida
Unica, dando lugar a soluciones costosas o limitadas
en el control de potencia [1].

Los inversores multi-salida y, entre ellos, los
inversores matriciales [2], permiten reducir el
namero de dispositivos de conmutacion manteniendo
la versatilidad en el control. No obstante, esta
solucion, implementada mediante dispositivos
semiconductores, presenta un mayor numero de
componentes con necesidad de refrigeracion,
incrementando la relevancia de una mplementacion
de alta eficiencia.

Topologia y modo de control

Considerando la estructura unidimensional en forma
de columna del multi-inversor matricial ZVS (Fig. 1
(@) es posible un control independiente de la
potencia entregada a cada carga modificando, por un
lado, la frecuencia de conmutacion, f;,, y ciclo de
servicio, D, que son comunes a todas las cargas, y por
otro, el angulo de disparo, ai, que es le parametro
independiente (Fig. 1 (b)) [3].

Considerando este modo de operacion, la potencia
maxima transmisible depende de D, fi., Yy los

parametros equivalentes de la carga, i.e. su
resistencia, Regq,i, € inductancia, Legi. De esta forma, el
uso de ai, y la activacion no complementaria de
transistores, es necesaria para ajustar la potencia
transmitida.

Esta estrategia de modulacion consigue un control
versatil de la potencia, pero lleva aparejado la
aparicion de conmutacion dura en la activacion del
transistor inferior, limitando ademas el uso de redes
snubber capacitivas para reducir las pérdidas en la
desactivacion de ambos transistores.

Prototipo funcional

Se propone una implementacion mediante
dispositivos WBG para alcanzar una alta eficiencia
[4]. El disefio considera transistores de GaN (Su:
GS66516T, Sii: GS66508T) por sus menores
pérdidas de conmutacion y diodos de SiC (Ds;:
STPSC20065-Y, Dgui: STPSC6HO65DLF) por su
menor tiempo de reverse recovery y por tanto menor
contribuciéon a las pérdidas asociadas a Ia
conmutacion dura adicional de paso a on [5].

En la Fig. 2 se muestra el prototipo funcional que
incluye la topologia representada en la Fig. 1 con
disefio de 4 salidas ademds de la electronica de
control y medida y la comunicacion con el usuario.
De esta forma se alcanza también una alta densidad
de potencia, lo cual es beneficioso para su
implementacion en una cocina de induccion.

El correcto funcionamiento de este prototipo
aplicando el modo de control propuesto se puede
observar en la Fig. 3, donde se presentan la tensién y
aplicada a una carga y la corriente por la misma, asi
como el disparo del transistor inferior asociado.
Ademads, en la Fig. 4 se muestra un detalle
comparativo entre la activacion de este transistor en
su implementacion mediante GaN y Si donde se
puede comprobar que la conmutacion del dispositivo
de GaN es notablemente mas rapida.
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Conclusiones

La implementacion del multi-inversor propuesto
mediante dispositivos WBG permite un control
versatil y preciso de la potencia mientras se mantiene
una alta eficiencia en el convertidor.

Las pérdidas de conmutacion se ven disminuidas en
gran medida como resultado de la conmutacién mas
répida con dispositivos WBG, siendo esta observable
para el caso de conmutacion dura en el paso a on.
Esto da lugar a la posibilidad de implementaciones
mas eficientes y compactas.
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Fig. 1. Inversor resonante matricial multi-salida (a) y
parametros de control considerados (b).

Fig. 2. Prototipo experimental compacto y de alta eficiencia.
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Fig. 3. Formas de onda de operacion.
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Fig. 4. Formas de onda de activacion del transistor inferior.
Comparativa entre implementacion con GaN y SiC (a) e
implementacion con Si (b).
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